平成２２年１１月吉日

EUVレジスト国際シンポジウムのご案内
大阪大学　産業科学研究所

JST/CREST　研究代表者　田川　精一

謹啓
EUVリソグラフィは次世代リソグラフィの本命技術と位置付けられ、各要素技術の開発が加速されています。とりわけEUVレジストは露光光源開発と相補的な関係にあり、EUVリソグラフィの実現のキーテクノロジーとなっています。22 nm用EUVレジストの目処はついてきましたが、16 nm以下のEUVレジスト開発と光源・光学系・マスク等の負担軽減・低コスト化のために早期のレジストの高性能化が期待されています。ｇ線（436 nm）からArF(193 nm)まで露光波長を数十年かけて徐々に約2分の１にまで短波長化してきたフォトレジストの成熟度に比べ、ArF(193 nm)からEUV（13.5 nm）まで露光波長を一気に約14分の１に短波長化したEUVレジストは光化学の知識ベースから放射線化学の知識ベースへという基礎基盤の大変換があり、まだ研究開発の余地が多く残っています。現在JST/CRESTの研究グループはEUVレジストの基礎となる科学技術で世界を牽引していますが、このたびレジスト及びその周辺技術に特化した国際シンポジウムを開催することになりました。この分野で現在活躍している中核研究者を世界中から集めて、議論を深めることにより、世界でのEUVレジスト技術進展とEUVリソグラフィ実現・高度化への加速を目的としています。

　是非ご参加していただき、活発な議論をいただけますようご案内申し上げます。
敬具

記

日程：平成22年11月17日（水）、18日（木）

       11月17日　10時～17時：国際シンポジウム、17時～19時30分：懇親会

　　　 11月18日　9時～17時：国際シンポジウム

場所：〒530-0005　大阪市北区中之島4-3-53　大阪大学中之島センター
　　　　　　10F 佐治敬三メモリアルホール
主催：JST
協賛：大阪大学産業科学研究所、23rd International Microprocesses and Nanotechnology 
Conference (MNC2010)、フォトポリマー懇話会、応用物理学会次世代リソグラフィ

技術研究会
会費：シンポジウム参加費無料、懇親会費3000円

お申込み方法：別添参加申込書にご記入の上、下記申し込み先のe-mailアドレスまで
ご送付下さい。
お申し込み、お問い合わせ先：

大阪大学　産業科学研究所　ビーム応用フロンティア研究分野（田川研）
　（担当：遠藤政孝）  e-mail : endo-m@sanken.osaka-u.ac.jp
　　　　　　　　　　　HP：http://imnc.jp/ 内のLinkに掲載 
EUVレジスト国際シンポジウム参加申込書
	氏　名
	

	所　属　
	

	住　所
	

	TEL
	

	e-mail
	

	懇親会
	参加します・参加しません（いずれかを消して下さい）


International 

EUV Resist Symposium

November 17-18, 2010

Osaka Univ. Nakanoshima Center

Osaka, JAPAN

Sponsored by JST

In Cooperation with

Inst. Sci. Ind. Research (ISIR), Osaka Univ. 

23rd Int. Microprocess. Nanotech. Conf. (MNC2010)

The Technical Association of Photopolymers, Japan

Professional Group of Next Generation Lithography

as part of the Japan Society of Applied Physics

Technical Program
Nov. 17（Wed）

9:00～      　Registration

10:00～10:10   “JST's Basic Research Programs for Creating Innovation”

 O.Ichimaru(JST)

10:10～10:30    Opening Address and Symposium Overview  

S.Tagawa (Osaka Univ., CREST/JST)

10:30-11:00 “Early Stage Development Activities of EUVL”[Keynote Lecture] S.Okazaki(EUVA)
11:00-11:30    Break

11:30-12:00 “EUV Lithography Extendibility and Resist and Materials 

Challenges beyond the 22 nm Half-pitch [Keynote Lecture]

                S.Wurm (SEMATECH) 

  12:00-12:30 “Current Status of EUVL Development at Selete (tentative)” [Keynote 

Lecture]

                I.Mori (Selete)

12:30～13:30　Lunch

13:30-14:00 “Innovation of EUVL for Semiconductor Device Production” [Invited] T.Higashiki (Toshiba)
14:00-14:30   P.Naulleau (Lawrence Berkeley) [Invited]

14:30-15:00 “EUV Photoresists Challenges and Approaches” [Invited]

W.Yueh (Intel) 

15:00～15:30　Break 

15:30-16:00 “Development of Molecular Resist based on “NORIA” [Invited]

T.Nishikubo, H.Kudo(Kanagawa Univ.)

16:00-16:20 “Fundamental Study on Resist Processes of Extreme Ultraviolet 

Lithography

T.Kozawa1,2, H.Yamamoto1,2, S.Tagawa1,2 (1Osaka Univ., 2CREST/JST)

16:20-16:40 “Sensitization Processes in Chemically Amplifed EUV Resist”

H.Yamamoto1,2, T.Kozawa1,2, S.Tagawa1,2 (1Osaka Univ., 2CREST/JST)

17:00～19:30　Banquet(9F)

Nov. 18（Thu.）








8:30～      　Registration

9:00-9:30  “The path to practical application of EUVL” [Special Lecture]

             H.Kinoshita(Univ. Hyogo)
9:30-10:00 “Interactions of EUV Resists with Organic Underlayers: 

 Coefficient of Thermal Expansion vs. Water Contact Angle” [Invited]

R.Brainard (Univ. New York/ Albany)

10:00-10:20 “EUV Resist Development toward 22nmhp Design and Beyond”

T.Kimura, T.Shimokawa (JSR)

10:20-10:50    Break

10:50-11:20  A.Whittacker (Univ. Queensland) [Invited]

  11:20-11:40 “Development Status of EUV Resist at TOK”

T.Hirayama (Tokyo Ohka)

11:40-12:00 “Acid Proliferation to Improve the Sensitivity of EUV Resists

K.Enomoto1,2, K.Arimitsu3, A.Yoshizawa3, H.Yamamoto1,2, A.Oshima1, 

T.Kozawa1,2, S.Tagawa1,2 (1Osaka Univ., 2CREST/JST, 3Tokyo Univ. Sci.)

12:00～13:00　 Lunch

13:00-13:30 “EUV Resist Materials and Processing at Selete” [Invited]

T.Itani (Selete)

13:30-13:50 “Resolution, LWR, and Sensitivity Improvement on EUV Resist 

Materials”

S.Tarutani, H.Tamaoki, H.Tsubaki, T.Takahashi (FUJIFILM)

13:50-14:10 “RLS Ballanced EUV Resist based on Polymer Bound PAG”

J.Hatakeyama, Y.Ohsawa, S.Tachibana, Y.Kawai, T.Ishihara (Shin-Etsu 

Chemical)

14:10-14:30 “Development of New Negative-tone Molecular Resists based on 

Alkylphenyl Calixarene for EUVL”

M.Echigo, Y.Okada, H.Hayashi, M.Takasuka (Mitsubishi Gas Chemical)

14:30～15:00　 Break

15:00-15:30 “Development of Chemically Amplified Fullerene Resists, and Studies

 of Their ICP Etching Performance” [Invited]

A.Robinson (Univ. Birmingham)

15:30-16:00 “EUV Negative Resist using Stepwise Radical Reaction” [Invited]

M.Shirai (Osaka Pref. Univ.)

16:00-16:20 “Charge Dynamics in Resist Polymers for EUV and EB Lithography”

K.Okamoto1,2, Y.Tajima1,2, T.Kozawa2,3, S.Tagawa2,3, T.Sumiyoshi1
(1Hokkaido Univ., 2CREST/JST, 3Osaka Univ.)

16:20-16:40 “Reactivity Calculation of Photoacid Generators for EUV Resist”

M.Endo1,2, S.Tagawa1,2 (1Osaka Univ., 2CREST/JST)

16:40～16:50   Closing Remarks

 S.Tagawa (Osaka Univ., CREST/JST)

